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Широкое распространение толстопленочных покрытий в производстве

микроэлектронных устройств радиоэлектронной аппаратуры обусловлено,
прежде всего, простотой и надежностью технологии по сравнению с

процессами изготовления монолитных сверхболыших интегральных схем и
тонкопленочных гибридных интегральных схем (ГИС). При помощи

толстопленочных покрытий формируется пассивная часть ГИС. Такая
технология, сочетающая пассивные толстопленочные покрытия с активными
навесными элементами, носит название гибридной. Готовые изделия ГИС

называются микросборками.
_ Пассивные элементы  толстопленочной технологии (проводники,

резисторыи диэлектрики) изготавливаютсяс применением соответствующих

покрытий-паст, представляющих собой ‘композиции, состоящие из
функционального наполнителя, стеклопорошкаи органического связующего.

_До недавнего времени основу проводящих и резистивных композиций с.

различным количеством стеклянной матрицы и соответствующих
функциональных наполнителей составляли дорогостоящие и дефицитные
драгоценные металлы и их соединения (Ап, Аз, Ви, Ра, РЕ и др.). Работы,
направленные на замену драгоценных металлов на недрагоценные В
композициях для получения проводящих паст, являются экономически
оправданными и способствуют более широкому внедрению толстопленочной

технологии в массовое производство покрытий при изготовлении микросборок

для микроэлектронной аппаратуры. |
В работе изучались проводниковые покрытия-пасты на основе меди для

вжигания в нейтральной атмосфере. Данная технология в состоянии полностью
исключить драгоценные металлы из состава композиций. Медь имеет

достаточно низкую температуру плавления по сравнению с другими

неблагородными металлами (за исключением алюминия). Величина
температуры плавления (Т,„) оказывает большое влияние на процессы

`рекристаллизиции. Наиболее интенсивно она протекает при температурах на

15...25% ниже Ти». Для ультрадисперсных порошков с размерами частиц.
порядка (10...100) нм наблюдался эффект снижения температуры плавления.
Исследования структуры пленок показали, что рост зерен при формировании
проводника происходит в результате механизма “шейкообразования”.
Установлена зависимость характеристик медных проводников, вжигаемых на
воздухе, от химического состава стеклянной матрицы соответствующего

медьсодержащего композиционногоматериала.


